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车规级SiC-MOSFET芯片的历史与未来
拥有先进的平面栅、沟槽栅、内置 SBD 技术，并推出了面向各种应用的最佳产品组合。
计划进一步推进大直径SiC-MOSFET晶圆和沟槽栅技术，并将高质量、低损耗的产品推向市场。
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